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Исследуемая матрица состояла из 6 светодиодов  установленных на основании из алюминия с нано-
пористым анодным оксидом размером 195×25 мм и толщиной 1,5 мм. В качестве диэлектрической изоляции 
использовался слой анодного оксида алюминия толщиной 75 мкм, сформированный методом электрохимиче-
ского анодирования алюминия в электролите на основе щавелевой кислоты. Для формирования проводнико-
вого слоя в монтажной плате применялись V-Cu пленки. Подслой ванадия формировался методом вакуумно-
го напыления. Слой меди осаждали гальваническим методом. Для пайки контактных площадок  использова-
лось иммерсионное олово. 

 
Рисунок 1  – Эксперементальная зависимость  

освещенности от силы тока светодиодной матрицы 
 
Измерения световых характеристик проводилось на расстоянии 60 см от светодиодной матрицы. При 

последовательном увеличения силы тока (от 3 А до 6 А) с шагом 500 мА производились замеры освещенно-
сти. Напряжение при этом находилось на уровне 3 В. 

Экспериментальная зависимость освещенности от силы тока показана на рисунке  1. Полученные дан-
ные показывают эффективность светового потока разработанной  светодиодной матрицы. 

На рисунке 2 показана экспериментальная зависимость освещенности от мощности для разработанной 
матрицы сверхярких светодиодов.  
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Рисунок 2  – Зависимость освещенности 

 светодиодной матрицы от мощности 
 

Исходя из полученных фотометрических характеристик, можно сделать вывод, что рост освещенно-
сти при увеличении мощности носит практически линейный характер. Регулируя мощность, можно подобрать 
освещенность, в диапазоне от 220 до 380 лк. 
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Эффективным способом повышения световой отдачи мощных сверхярких светодиодов является 

увеличение токовой нагрузки, площади излучающих кристаллов и допустимых рабочих температур. Однако 
выбор максимальной токовой нагрузки сверхяркого светодиода на монтажной плате зависит от температуры 
разогрева рабочей области. Увеличение максимального тока пропускаемого через светодиод ограничено 
эффективностью отвода тепла выделяемого кристаллом. Следовательно, существенный вклад в обеспече-
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